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※概要（Summary ）： 

同じ構造でありながら電気特性（ドレイン電流量）

が違うMOSFETのゲート絶縁膜厚を調べ、膜厚と電

気特性の相関を調査する。 

 

 

※実験（Experimental）： 

 FIB（B6）でゲート部断面を作製し、FIB装置に内

蔵されている電子顕微鏡で断面を観察しようとした。 

 

 

※結果と考察（Results and Discussion）： 

 装置の日程が合わず、実験はできなかった。 

 

 

※その他・特記事項（Others）： 

装置使用の日程調整をする中で、MOSFET の電気

特性に違いが出る原因を、別の手法で特定することが

でき、断面観察の必要は無くなった。 

FIB のオペトレは完了したので、今後の様々な研究

にナノハブを活用する予定。 
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